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(57) Bei einem Verfahren zum Unterbringen von Sensoren

in einem Gehé&use, insbesondere von chemischen, Durch-
flul-, oder optischen Sensoren in einem Kunststoffgehause
wird in einem ersten Verfahrensschritt die aktive Sensorfla-
che eines Halbleiter- bzw. IC-Sensors mit einer einen Hohl-
raum Uber der aktiven Sensorfliche ausbildenden Kappe
versehen und der Sensor mit Kontakten bzw. Bonddrahten
verbunden. AnschlieRend wird das Gehause durch Gielen,
insbesondere SpritzgieRen, angeformt und in einem dritten
Verfahrensschritt oder gleichzeitig mit dem zweiten Verfah-
rensschritt der Uber der aktiven Sensorféiche ausgebildete
Hohlraum gedffnet.
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Unterbringen von Sensoren in einem Gehau-
se, insbesondere von chemischen, DurchfluR-, oder optischen Sensoren in einem Kunststoffge-
hause.

Chemische Sensoren, ebenso wie Durchflult- oder optische Sensoren kdnnen bereits in integ-
rierter Form mit Ublichen Chipherstellungsverfahren kostenginstig und mit hoher Prazision herge-
stellt werden. Derartige IC-Sensoren bzw. Chipsensoren mufiten aber in der Folge unter hohem
Montageaufwand in einem Gehause eingebaut werden, wobei das Gehéduse in aller Regel entwe-
der verschraubt oder verklebt wurde und die Anschlisse an die Sensoren in entsprechender Weise
aus dem Gehause herausgefiihrt werden mufiten. Dies gilt nicht nur fiir die elektrischen Anschlus-
se, sondern bei chemischen-, Durchflufirate- oder optischen Sensoren naturgemaf auch fur Lei-
tungsanschiiisse oder Lichtieiteranschlisse, fir die eine entsprechende zusatzliche Bearbeitung
der Gehause erforderlich war. Fir die Herstellung derartiger Sensoren war somit die Unterbringung
in einem Gehause ein kostenbestimmender Faktor fur die Massenproduktion.

Die Erfindung zielt nun darauf ab, ein Verfahren der eingangs genannten Art zu schaffen, bei
welchem der Montageaufwand wesentlich verringert werden kann und gleichzeitig die erforderli-
chen Anschliisse in kostengiinstiger Weise mit wenigen Verfahrensschritten ausgebildet werden
kénnen. Zur Lésung dieser Aufgabe besteht das erfindungsgeméaRe Verfahren im wesentlichen
darin, daR in einem ersten Verfahrensschritt die tive Sensorflache eines Halbleiter- bzw. IC-
Sensors mit einer einen Hohiraum (iber der aktiven Sensorflache ausbildenden Kappe versehen
wird und der Sensor mit Kontakten bzw. Bonddrahten verbunden wird, daR anschliefend das
Gehause durch Gielen, insbesondere Spritzgiefen, angeformt und daf’ in einem dritten Verfah-
rensschritt oder gleichzeitig mit dem zweiten Verfahrensschritt der Gber der aktiven Sensorflache
ausgebildete Hohlraum gedffnet wird. Prinzipiell ist das VergieRen von Chips mit einer geeigneten
VerguRmasse fiir viele elektronische Bauteile bekannt. Die bekannten Verfahren eignen sich
jedoch durchwegs nicht fiir Sensoren, welche in Kontakt mit der Autenwelt stehen missen, da
nach dem VergieRen der Sensor nicht mehr ohne aufwendige Nachbearbeitung zuganglich wird
und im Falle einer nachtraglichen Bearbeitung die Gefahr einer Beschadigung des Sensors nicht
ausgeschlossen werden kann. Dadurch, daR nun erfindungsgemal in einem ersten Verfahrens-
schritt die aktive Sensorfliche eines Halbleiter- bzw. IC-Sensors mit einer einen Hohlraum Uber der
aktiven Sensorflache ausbildenden Kappe versehen wird, wird die entsprechende aktive Sensor-
flache von der nachher aufzubringenden VerguRmasse freigehalten. Die Anbringung von Bond-
drahten, wie dies bei der Chipherstellung Ublich ist, 1aBt sich mit konventionellen Einrichtungen in
einfacher Weise bewerkstelligen, wobei bei einem nachfolgenden Giefvorgang, insbesondere
einem SpritzgieRvorgang, unmittelbar ein fertiger Bauteil geschaffen wird, welcher bereits alle
elektrischen Kontakte aufweist. Es mufk somit lediglich sichergestellt werden, daf die aktive Sen-
sorflache in geeigneter Weise wiederum mit der Umwelt in Kontakt gebracht werden kann, wofir
entweder gleichzeitig mit dem zweiten Verfahrensschritt, mit welchem das Gehduse angegossen
bzw. angeformt wird, oder aber in Anschluf an diesen zweiten Verfahrensschritt der Hohlraum
mechanisch gedffnet wird. Die Offnung des Hohlraumes in einem dritten nachgeschalteten Verfah-
rensschritt ist hiebei gegentber der gleichzeitigen Ausbildung der Offnung nicht zuletzt deshalb
bevorzugt weil eine gleichzeitige Offnung des Hohiraumes erfordert, dafll beim SchlieBen der
GuRform bzw. der SpritzguRform unmittelbar die Wand der den Hohlraum ausbildenden Kappe
durchstoRen wird. Da zu diesem Zeitpunkt die SpritzguRmasse in aller Regel nicht erhartet ist,
hatte dies zur Folge, dal der zuvor positionierte Sensor innerhalb der Gumasse verschoben wird,
wenn nicht ein entsprechendes Widerlager auf der Gegenseite vorgesehen ist. Wenn Spritzgut mit
entsprechend héherem Druck vorgenommen wird, mifite in diesem Falle auch sichergestellt
werden, dalt die GuRform die Kappe dichtend durchtrennt, um zu verhindern, daft Grufimasse in
den Hohlraum eingepreft werden kann. Mit Vorteil wird daher im Rahmen des erfindungsgemébRen
Verfahrens so vorgegangen, daf der Hohlraum nach dem zumindest teilweisen Erharten der
VerguRmasse durch Sagen und/oder Bohren gedffnet wird.

In besonders einfacher Weise kann das Gehause aus geeigneten Kunststoffen ausgebildet
sein, wofirr eine Reihe von Kunststoffen in der Halbleitertechnologie sich entsprechend bewahrt
hat.

Im Falle der Verwendung eines optischen Sensors kann mit Vorteil der Hohlraum durch Bohren
geoffnet werden, worauf in den gedffneten Hohiraum ein Lichtleiter eingeflhrt wird.
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Fur eine gleichzeitige Ausbildung der elektrischen Kontakte flr das Einsetzen eines derartigen
mit einem Gehause versehenen Sensors in einen Sockel oder in eine entsprechend vorbereitete
Leiterplatte kann mit Vorteil so vorgegangen werden, daf® die Bonddrahte mit einem Rahmen mit
Kontaktstiften verbunden sind und da® der Rahmen unter Freilassen der Kontaktstifte in die Ver-
guBmasse eingebettet wird.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in der Zeichnung schematisch dargesteliten ein-
zelnen Verfahrensschritte naher erlautert. In dieser zeigen Fig. 1 einen Schnitt durch einen Sensor,
Fig. 2 einen Schnitt durch den in ein Gehause eingebauten Sensor, Fig. 3 einen Schnitt entspre-
chend Fig. 2 mit einem schematisch dargestellten Bearbeitungswerkzeug zum Offnen des Hohl-
raumes, Fig. 4 eine Ansicht des Sensors nach dem Offnen des Hohlraumes und Fig. 5 einen
alternativen Verfahrensschritt zur Ausbildung der Offnung des Hohlraumes in einer Darstellung
entsprechend der Fig. 2.

In Fig. 1 ist 1 ein Sensor- IC bezeichnet, dessen Sensorflache 2 an der AuBenseite des ICs
angeordnet ist. Im ersten Verfahrensschritt wird nun eine einen Hohlraum Uber der aktiven Sensor-
flache 2 ausbildende Kappe 3 aufgesetzt und die elektrische Kontaktierung uber Bonddrahte 4
vorgenommen.

In Fig. 2 ist das Geh&use nach dem Spritzvorgang ersichtlich und schematisch mit 5 bezeich-
net. Ein Leadframe 6, welcher die entsprechenden Bonddrahte aufweist, ist bereits in das Gehause
5 integriert und es ist der verbleibende Hohiraum 7 oberhaib der aktiven Sensorflache 2 ersichtlich.

Bei der Darstellung nach Fig. 3 ist nun eine Sage mit 8 angedeutet, welche die Auftenwand
des Gehauses 5 und die Abdeckkappe 3 entsprechend auftrennt, sodaR eine offene Verbindung
zum Hohlraum 7 geschaffen wird, in welchem sich das aktive Sensorelement 2 befindet.

Fig. 4 zeigt den auf diese Weise hergestellten Sensor in einer Ansicht, dessen Offnung 9 den
Zugang der AuBenwelt zum aktiven Sensorelement 2 im Inneren des Gehauses 5 ermdogiicht.

In Fig. 5 wird nun der Verfahrensschritt zur Herstellung des Gehauses unter gleichzeitiger Aus-
bildung einer Offnung in einer Darstellung entsprechend der Fig. 2 nochmals verdeutlicht. Bei
dieser Verfahrensweise kann auf den in Fig. 3 dargestellten Verfahrensschritt einer nachtraglichen
Offnung des Hohlraumes verzichtet werden. Bei dieser Ausbildung ist nun die den Hohlraum
ausbildende Kappe 3 bereits mit einer Durchbrechung ausgestattet, wobei die Spritzguftform
nunmehr entsprechende Modifikationen aufweisen muR. Die Form besteht hiebei aus einer ersten
Formhalfte 10 und einer zweiten Formhalfte 11, wobei die erste Formhélfte 10, welche der Kappe 3
benachbart ist, einwarts ragende Stege 12 aufweist, welche dichtend an die Kappe aufterhalb der
bereits vorgesehenen Durchbrechung 13 der Kappe angepreft werden. Zu diesem Zweck weist
die zweite Formhalfte 11 ein entsprechendes Druckstiick 14 auf, womit die Stege 12 entsprechend
dicht an die Kappe 3 angepreft werden kénnen, sodal nach dem Entformen unmittelbar ein offe-
ner Zugang zum Hohlraum 7 ausgebildet wird.

Insgesamt lassen sich somit mit wenigen fiir die Serien- und Massenfertigung geeigneten Ver-
fahrensschritten verkapselte und entsprechend in einem Gehause eingebaute Sensoren in kosten-
gunstiger Weise herstellen.

PATENTANSPRUCHE:

1. Verfahren zum Unterbringen von Sensoren in einem Gehause, insbesondere von chemi-
schen, Durchflul-, oder optischen Sensoren in einem Kunststoffgehduse, dadurch ge-
kennzeichnet, daRk in einem ersten Verfahrensschritt die aktive Sensorflache eines Halblei-
ter- bzw. IC-Sensors mit einer einen Hohlraum (iber der aktiven Sensorflache ausbilden-
den Kappe versehen wird und der Sensor mit Kontakten bzw. Bonddrahten verbunden
wird, daR anschlieRend das Gehause durch GieRen, insbesondere Spritzgielten, ange-
formt und daR in einem dritten Verfahrensschritt oder gleichzeitig mit dem zweiten Verfah-
rensschritt der tGiber der aktiven Sensorflache ausgebildete Hohlraum gedffnet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dat der Hohlraum nach dem zumin-
dest teilweisen Erharten der Vergufimasse durch Sagen und/oder Bohren gedtffnet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dall das Gehause aus
Kunststoffen ausgebildet wird.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

AT 410 727 B

Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, da in den geoffneten
Hohiraum ein Lichtleiter eingeflihrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daf® die Bonddrah-
te mit einem Rahmen mit Kontaktstiften verbunden sind und dafl der Rahmen unter Frei-
lassen der Kontaktstifte in die VerguBmasse eingebettet wird.

HIEZU 2 BLATT ZEICHNUNGEN
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Fig. 1

Fig. 3

S
S

S ;}.
Sl ol
3 iy

by
A




OSTERREICHISCHES PATENTAMT Patentschrift Nr.. AT 410 727 B
Ausgegeben am: 25.07.2003 Int. Cl. - HO1L 23/04
Blatt: 2

Fig. 5
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